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縦型 GaN MOSパワーデバイスの実現には、p型 GaN層をMgイオン注入(I/I)により位置選択形

成する技術が必須である。Mg活性化のためには I/I誘起欠陥（Ga空孔と N空孔の複空孔；VGaVN

等[1]）およびアニール(PIA)時に形成される(VGaVN)3等[1]の空孔クラスターを減らすことが不可欠

である[2]。これまでに、熱的安定性に優れる N極性面へのMg, H逐次 I/I[3]や超高圧 PIA(1 GPa, 

1480 C)[4]により I/I-GaN:Mgの p型化が達成されてきた。極最近、実用的な Ga極性面と常圧 PIA

の組み合わせにおいて、I/I誘起空孔機構によるMg拡散(空孔ガイドMg拡散)を用いることにより

総 I/I ダメージ量が低減され、p 型 I/I-GaN:Mg の形成が実現された[5]。今回は空孔ガイド拡散に

より作製された I/I-GaN:Mgのフォトルミネッセンス(PL)および時間分解 PL特性を報告する。 

+c面GaN単結晶基板上にMOVPE成長させたGaN層([Si]=1.51016 cm-3狙い)にMgおよびNを

逐次注入した。MgおよびNの濃度[深さ]はそれぞれ 41019 cm-3 [50 nm]および 61018 cm-3 [300 nm]

であった。保護層付きの常圧 PIA(1300 C)によりMgが N-I/I誘起空孔欠陥にガイドされて深部に

拡散し 21018 cm-3 [220 nm]程度の箱型プロファイルが形成された[図 1(a)]。PIA後の I/I-GaN:Mg,N

等について弱励起条件における静的 PLおよび時間分解 PL評価を行った。PIA後の I/I-GaN:Mg,N

の PLスペクトルを図 1(b)に示す。低温では MgGaアクセプタに起因するアクセプタ束縛励起子発

光(3.466 eV)および紫外線発光帯(3.26 eV)が観察された。また、I/I-GaN:Mgに特徴的な VNに起因

する緑色発光(2.4 eV)帯[6]よりも、

低抵抗 p型 GaN:Mgエピ層に特徴

的な青色発光帯(2.8 eV)[7]が支配

的であった。室温のバンド端発光

強度は、Ga極性面と常圧 PIAの条

件で作製された I/I-GaN:Mgとして

は比較的高く[6]、PL寿命は 1.4 ps

と定量された。講演では PIA温度

の影響や試料深さ方向の発光特性

プロファイルも発表する。 
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Fig. 1. (a) Concentration profiles of Mg and N before and after 

PIA. (b) PL spectra at 10 K and 300 K of I/I-GaN:Mg,N after PIA. 
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